AMPLIFICADOR CONVENCIONAL
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AMPLIFICADOR DIFERENCIAL
CON CARGA ACTIVA
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AMPLIFICADOR DIFERENCIAL
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AMPLIFICADOR DIFERENCIAL
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Modelo de polarizacion del TB]

(Zona activa directa)
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Ampliﬁcador con TBJ (Emisor Comun)

L o= I U
______ F_“é Rc%co gsz—p ro=f—
........ o Ii . T ICp
........ S VCC
- Rs | Ci _ _ e
WA Eﬂ” |
v L] §
RL Vy v
s " R2 =< == —p_4
C} ..... g To Icp 7 'BIC
...... o p
(Ry// Ry // 1)
A, =— R R
RSB . Cc
%l IW".,,I ..... o o o |




Modelo de polarizacion del JFET

(Zona Saturacion)
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Amplificador con JF ET (Fuente Comun)
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Modelo de polarizacion del MOSFET

(Zona Saturacion)
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Modelo de pequefia sefial del MOSFET
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vlificador con MOSFET (Fuente Comun)
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Comparacion de Amplificadores TB] — JFET - MOSFET

Tension alimentacion (VCC o VDD) =15V

Corriente de polarizacion (IC o ID)= 1mA Resistencia RL = 10 KQ
Tension polarizacion (VCE o VDS) =5V Resistencia RS = 1 KQ
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Comparacion de Amplificadores TB] — JFET - MOSFET
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Llave Ideal
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Ropp=*°=>1 =0 l Roy=0=>V, =0

No disipa Potencia V; X I; =0

ton = topr= O ‘ Tiempo de Conmutacion

Energia de Accionamiento = o



TRANSISTOR COMO LLAVE

OFF:: Iz=o = I, =Ip,~ uA = Junturas Inversas

ON: Igzo = V;=Vigr~0,1V= Junturas Directas

ON a OFF => Saturacion a Corte

OFF a ON => Corte a Saturacion



|
TIEMPOS N
DE Vi
CONMUTACION W — @ |




2
bl

TIEMPOS DE CONMUTACION

. vs g

—

— |on

—i |5 pl— | —e

= toff —¥™




TBJ - Saturacion
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